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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體元件，包括：
一鰭片；

一閘極結構，位於該鰭片上，其中該閘極結構包括一閘極介電層、一閘極底部導電層、

一閘極頂部導電層、和一閘極覆蓋層，其中該閘極介電層位於該鰭片上，該閘極底部導

電層位於該閘極介電層上，該閘極頂部導電層位於該閘極底部導電層上，且該閘極覆蓋

層位於該閘極頂部導電層上；

複數個雜質區域，位於該鰭片的兩側上；

複數個接觸，相應地位於該些雜質區域上；以及

複數個導電覆蓋層，相應地位於該些接觸上，

其中該些接觸包括：

複數個較低部分，相應地位於該些雜質區域上；

複數個中間部分，相應地位於該些較低部分上；以及

複數個較高部分，相應地位於該些中間部分上，其中該些導電覆蓋層相應地形成於該些

較高部分的複數個頂表面，且相應地形成於該些較高部分的複數個側邊的上部。

2.　如請求項 1所述之半導體元件，更包括一第一介電層，位於該些閘極結構上並位於該些
接觸的該些較低部分上。

3.　如請求項 2所述之半導體元件，更包括複數個閘極間隔物，位於該閘極結構的側邊上並
鄰近該些雜質區域。

4.　如請求項 3所述之半導體元件，其中該些雜質區域的頂表面的一垂直水平高於該鰭片的
頂表面的一垂直水平。
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5.　如請求項 4所述之半導體元件，其中該些閘極間隔物的頂表面與該閘極結構的頂表面實
質上共平面。

6.　如請求項 5所述之半導體元件，其中該閘極間隔物具有一肩部。
7.　如請求項 6所述之半導體元件，其中該閘極介電層包括 U形或 V形的一剖面輪廓，且閘
極介電層的的兩端沿相反方向延伸，與該肩部的一頂表面對準。

8.　如請求項 7所述之半導體元件，其中該閘極底部導電層呈現 V形或 U形的一剖面輪廓，
且該閘極底部導電層的一底部形成一第一谷，其中該閘極底部導電層的兩端均突出於該

肩部的該頂表面上方，且該閘極底部導電層的一頂表面的一頂部位於一第三垂直水平，

該第三垂直水平高於該肩部的該頂表面。

9.　如請求項 8所述之半導體元件，其中
該閘極頂部導電層呈現 V形或 U形的一剖面輪廓，且該閘極頂部導電層的一底部形成第
二谷，其中該閘極頂部導電層的兩端均突出於該肩部的該頂表面上方，該閘極頂部導電

層的一頂表面的一頂部位於一第四垂直水平，該第四垂直水平高於該肩部的該頂表面，

且該閘極頂部導電層的一底表面位於一第一垂直水平，該第一垂直水平低於該肩部的該

頂表面。

10.   如請求項 9所述之半導體元件，其中該閘極覆蓋層的一底部具有一向下突出狀的剖面輪
廓，其中該閘極覆蓋層的該底部位於一第二垂直水平，該第二垂直水平低於該肩部的該

頂表面。

11.   如請求項 10所述之半導體元件，更包括複數個底部導電層，位於該些接觸和該些雜質區
域之間，其中該些底部導電層包括矽化鈦、矽化鎳、矽化鎳鉑、矽化鉭或矽化鈷。

12.   如請求項 10所述之半導體元件，進一步包括一埋藏絕緣層，位於該鰭片下方。
13.   如請求項 1所述之半導體元件，更包括位於該閘極結構上的一第一介電層和位於該第一

介電層上的一第二介電層，其中該些接觸位於該第一介電層和該第二介電層內，並從第

二介電層的一頂表面突出。

14.   如請求項 13所述之半導體元件，其中該些中間部分位於該第一介電層內，且該些較高部
分位於該第二介電層內。

15.   如請求項 14所述之半導體元件，其中該些較低部分的寬度大於該些中間部分的寬度。
16.   如請求項 14所述之半導體元件，其中該些較高部分的寬度大於該些中間部分的寬度。
17.   如請求項 14所述之半導體元件，其中該些較高部分的寬度大於該些較低部分的寬度。
圖式簡單說明

當結合圖式考量時，透過參照詳細描述和申請專利範圍可以獲得對本揭露更完整的理

解，其中相似的參照符號在整體圖式中代表相似的元件，並且：

圖 1根據本揭露一實施例以流程圖的形式顯示一半導體元件的製備方法。
圖 2到圖 7根據圖 1中的方法以剖面示意圖顯示半導體元件的製備流程。
圖 8根據本揭露另一實施例以流程圖的形式顯示一半導體元件的製備方法。
圖 9到圖 15根據圖 8中的方法以剖面示意圖顯示半導體元件的製備流程。
圖 16到圖 19根據本揭露另一實施例以剖面示意圖顯示一半導體元件的製備流程
圖 20和圖 21根據本揭露另一實施例以剖面示意圖顯示半導體元件的製備流程。
圖 22根據本揭露另一實施例以流程圖的形式顯示一半導體元件的製備方法。
圖 23到圖 30根據圖 22中的方法以剖面示意圖顯示半導體元件的製備流程。
圖 31到圖 33根據本揭露一些實施例以剖面示意圖顯示半導體元件。
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